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E-mail: csc@renesas.com 

製品分類 MPU ＆ MCU 発行番号 TN-RX*-A181A/J Rev. 第1版 

題

名 

RX65Nグループ、RX651グループ 

Gバージョン (Topr = –40～+105°C) 製品追加のお知らせ 
情報分類 技術情報 

適

用

製

品 

RX65Nグループ、RX651グループ 

対象ロット等 

関連資料 
RX65Nグループ、RX651グループ 

ユーザーズマニュアル ハードウェア編
Rev.1.00 (R01UH0590JJ0100) 全ロット 

RX65N グループ、RX651グループに、Gバージョン (Topr = –40～+105°C) の製品を追加いたします。 

追加される製品の一覧および電気的特性、製品追加に伴うマニュアルの変更内容を以下に記載します。 

1. 追加製品一覧

以下の 48製品を追加いたします。 

グループ 型名 パッケージ 

コード

フラッシュ

メモリ容量

RAM容量 

動作 

周波数 

(max) 

暗号 SDHI / SDSI 
動作周囲 

温度 (°C) 

RX65N R5F565N4AGFB PLQP0144KA-B 512Kバイト 256Kバイト 120MHz なし なし –40～+105

R5F565N4BGFB PLQP0144KA-B 512Kバイト 256Kバイト 120MHz なし あり –40～+105

R5F565N4EGFB PLQP0144KA-B 512Kバイト 256Kバイト 120MHz あり なし –40～+105

R5F565N4FGFB PLQP0144KA-B 512Kバイト 256Kバイト 120MHz あり あり –40～+105

R5F565N4AGFP PLQP0100KB-B 512Kバイト 256Kバイト 120MHz なし なし –40～+105

R5F565N4BGFP PLQP0100KB-B 512Kバイト 256Kバイト 120MHz なし あり –40～+105

R5F565N4EGFP PLQP0100KB-B 512Kバイト 256Kバイト 120MHz あり なし –40～+105

R5F565N4FGFP PLQP0100KB-B 512Kバイト 256Kバイト 120MHz あり あり –40～+105

R5F565N7AGFB PLQP0144KA-B 768Kバイト 256Kバイト 120MHz なし なし –40～+105

R5F565N7BGFB PLQP0144KA-B 768Kバイト 256Kバイト 120MHz なし あり –40～+105

R5F565N7EGFB PLQP0144KA-B 768Kバイト 256Kバイト 120MHz あり なし –40～+105

R5F565N7FGFB PLQP0144KA-B 768Kバイト 256Kバイト 120MHz あり あり –40～+105

R5F565N7AGFP PLQP0100KB-B 768Kバイト 256Kバイト 120MHz なし なし –40～+105

R5F565N7BGFP PLQP0100KB-B 768Kバイト 256Kバイト 120MHz なし あり –40～+105

R5F565N7EGFP PLQP0100KB-B 768Kバイト 256Kバイト 120MHz あり なし –40～+105

R5F565N7FGFP PLQP0100KB-B 768Kバイト 256Kバイト 120MHz あり あり –40～+105

R5F565N9AGFB PLQP0144KA-B 1Mバイト 256Kバイト 120MHz なし なし –40～+105

R5F565N9BGFB PLQP0144KA-B 1Mバイト 256Kバイト 120MHz なし あり –40～+105

R5F565N9EGFB PLQP0144KA-B 1Mバイト 256Kバイト 120MHz あり なし –40～+105

R5F565N9FGFB PLQP0144KA-B 1Mバイト 256Kバイト 120MHz あり あり –40～+105

R5F565N9AGFP PLQP0100KB-B 1Mバイト 256Kバイト 120MHz なし なし –40～+105

R5F565N9BGFP PLQP0100KB-B 1Mバイト 256Kバイト 120MHz なし あり –40～+105

R5F565N9EGFP PLQP0100KB-B 1Mバイト 256Kバイト 120MHz あり なし –40～+105

R5F565N9FGFP PLQP0100KB-B 1Mバイト 256Kバイト 120MHz あり あり –40～+105
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グループ 型名 パッケージ 

コード

フラッシュ

メモリ容量

RAM容量 

動作 

周波数 

(max) 

暗号 SDHI / SDSI 
動作周囲 

温度 (°C) 

RX651 R5F56514AGFB PLQP0144KA-B 512Kバイト 256Kバイト 120MHz なし なし –40～+105

R5F56514BGFB PLQP0144KA-B 512Kバイト 256Kバイト 120MHz なし あり –40～+105

R5F56514EGFB PLQP0144KA-B 512Kバイト 256Kバイト 120MHz あり なし –40～+105

R5F56514FGFB PLQP0144KA-B 512Kバイト 256Kバイト 120MHz あり あり –40～+105

R5F56514AGFP PLQP0100KB-B 512Kバイト 256Kバイト 120MHz なし なし –40～+105

R5F56514BGFP PLQP0100KB-B 512Kバイト 256Kバイト 120MHz なし あり –40～+105

R5F56514EGFP PLQP0100KB-B 512Kバイト 256Kバイト 120MHz あり なし –40～+105

R5F56514FGFP PLQP0100KB-B 512Kバイト 256Kバイト 120MHz あり あり –40～+105

R5F56517AGFB PLQP0144KA-B 768Kバイト 256Kバイト 120MHz なし なし –40～+105

R5F56517BGFB PLQP0144KA-B 768Kバイト 256Kバイト 120MHz なし あり –40～+105

R5F56517EGFB PLQP0144KA-B 768Kバイト 256Kバイト 120MHz あり なし –40～+105

R5F56517FGFB PLQP0144KA-B 768Kバイト 256Kバイト 120MHz あり あり –40～+105

R5F56517AGFP PLQP0100KB-B 768Kバイト 256Kバイト 120MHz なし なし –40～+105

R5F56517BGFP PLQP0100KB-B 768Kバイト 256Kバイト 120MHz なし あり –40～+105

R5F56517EGFP PLQP0100KB-B 768Kバイト 256Kバイト 120MHz あり なし –40～+105

R5F56517FGFP PLQP0100KB-B 768Kバイト 256Kバイト 120MHz あり あり –40～+105

R5F56519AGFB PLQP0144KA-B 1Mバイト 256Kバイト 120MHz なし なし –40～+105

R5F56519BGFB PLQP0144KA-B 1Mバイト 256Kバイト 120MHz なし あり –40～+105

R5F56519EGFB PLQP0144KA-B 1Mバイト 256Kバイト 120MHz あり なし –40～+105

R5F56519FGFB PLQP0144KA-B 1Mバイト 256Kバイト 120MHz あり あり –40～+105

R5F56519AGFP PLQP0100KB-B 1Mバイト 256Kバイト 120MHz なし なし –40～+105

R5F56519BGFP PLQP0100KB-B 1Mバイト 256Kバイト 120MHz なし あり –40～+105

R5F56519EGFP PLQP0100KB-B 1Mバイト 256Kバイト 120MHz あり なし –40～+105

R5F56519FGFP PLQP0100KB-B 1Mバイト 256Kバイト 120MHz あり あり –40～+105

2. 電気的特性

G バージョン製品の電気的特性を以下に示します。記載のない項目については Dバージョン製品と同じです。 

表 1 絶対最大定格 

条件：VSS = AVSS0 = AVSS1 = VREFL0 = VSS_USB = 0V 

項目 記号 定格値 単位 

ジャンクション温度 Gバージョン Tj –40 ～ +125 °C 

表 2 推奨動作条件 

項目 記号 min typ max 単位 

動作温度(Gバージョン) Topr –40 — 105 °C 
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表 3 DC特性 (1) 

条件：VCC = AVCC0 = AVCC1 = VREFH0 = VCC_USB = 2.7～3.6V, 2.7≦VREFH0≦AVCC0, 

 VSS = AVSS0 = AVSS1 = VREFL0 = VSS_USB = 0V, Ta = Topr 

項目 記号 
Gバージョン 

単位 測定条件 
typ max 

消費電流 
(注 1)

高
速
動
作
モ
ー
ド

 
最大動作 (注 2) ICC 

(注 3)

— 45 mA ICLK = 120MHz、

PCLKA = 120MHz、

PCLKB = 60MHz、

PCLKC = 60MHz、

PCLKD = 60MHz、

FCLK = 60MHz、

BCLK = 120MHz、

BCLK端子 = 60MHz 

通常 

動作 

周辺機能クロック供給状態 (注 4) 22 — 

周辺機能クロック停止状態 (注 4、注 5) 12 — 

Core 

Mark 

動作 

周辺機能クロック停止状態 (注 4、注 5) 15 — 

スリープモード時：周辺機能クロック供給状態 (注 4) 16 28 

全モジュールクロックストップモード時 (参考値) 8 19 

低速動作モード 1：周辺機能クロック停止状態 (注 4) 1.1 — 全クロック 1MHz 

低速動作モード 2：周辺機能クロック停止状態 (注 4) 1.1 — 全クロック32.768kHz 

ソフトウェアスタンバイモード 1.6 9.8 

デ
ィ
ー
プ

 

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア

ス
タ
ン
バ
イ
モ
ー
ド

スタンバイ RAM、USBレジューム検出部

(USB0のみ) 電源供給あり

15.5 85 μA 

スタンバイ RAM、

USBレジューム検

出部 (USB0のみ)

電源供給なし

パワーオンリセット回路の 

低消費電力機能無効 (注 6) 

11.5 48 

パワーオンリセット回路の 

低消費電力機能有効 (注 7) 

4.9 39 

RTC動作時の増分 低 CL水晶振動子使用時 1 — 

標準 CL水晶振動子使用時 2 — 

VCCオフ時の RTC動作 

(バッテリバックアップ機能に

より、RTC、サブクロック発振

器のみ動作) 

低 CL水晶振動子使用時 0.9 — VBATT = 2.0V, 

VCC = 0V 

1.6 — VBATT = 3.3V, 

VCC = 0V 

標準 CL水晶振動子使用時 1.7 — VBATT = 2.0V, 

VCC = 0V 

3.3 — VBATT = 3.3V, 

VCC = 0V 

ディープソフトウェア 

スタンバイ復帰時の

ラッシュ電流

ラッシュ電流 (注 8) IRUSH — 70 mA 

ラッシュ電流の総量 (注 8) ERUSH — 1.0 μC 

注 1. 消費電流値は、すべての出力端子を無負荷状態にして、さらに内蔵プルアップ抵抗を無効にした場合の値です。 

注 2. 周辺機能クロック供給状態。 

注 3. ICCは、以下の式のとおり ICLK周波数 f (MHz) に依存します 

(ICLK/PCLKA : PCLKB/PCLKC/PCLKD : BCLK : BCLK端子 = 2 : 1 : 2 : 1 @ EXTAL = 12MHz)。 

● Gバージョン製品
ICC max = 0.33 × f + 9 (高速動作モード、最大動作時)

ICC typ = 0.16 × f + 2.8 (高速動作モード、通常動作時)

ICC typ = 0.4 × f + 1.1 (ICLK 1MHz max) (低速動作モード 1時)

ICC max = 0.21 × f + 9 (スリープモード時)

注 4. 周辺機能クロックの供給/停止は、モジュールストップコントロールレジスタ A～Dのビット設定でのみ制御しています。 

注 5. 周辺機能クロック停止時の各クロック周波数は、ICLK = 120 MHz、PCLKA = PCLKB = PCLKC = PCLKD = FCLK = BCLK = BCLK端
子 = 3.75 MHz (64分周) に設定しています。 

注 6. 低消費電力機能無効時は、DEEPCUT[1:0]ビット = 01b。 

注 7. 低消費電力機能有効時は、DEEPCUT[1:0]ビット = 11b。 

注 8. 参考値。
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表 4 DC特性 (2) 

条件：VCC = AVCC0 = AVCC1 = VREFH0 = VCC_USB = 2.7～3.6V, 2.7≦VREFH0≦AVCC0, 

 VSS = AVSS0 = AVSS1 = VREFL0 = VSS_USB = 0V, Ta = Topr 

項目 記号 
Gバージョン 

単位 測定条件 
min typ max 

アナログ

電源電流
(注 1) 

12ビット A/D変換中 (ユニット 0) AICC — 0.8 1 mA IAVCC0_AD 

12ビット A/D変換中 (ユニット 0) 

+ チャネル専用サンプル&ホールド (3ch分)

— 1.7 2.5 mA IAVCC0_AD+SH 

12ビット A/D変換中 (ユニット 1) — 0.6 1 mA IAVCC1_AD 

12ビット A/D変換中 (ユニット 1) + 温度センサ — 0.7 1.1 mA IAVCC1_AD+TEMP 

D/A変換中 

(1チャネル当り) 

バッファなし出力 — 0.25 0.4 mA IAVCC1_DA 

バッファ出力 — 0.57 0.8 mA 

A/D、D/A、温度センサ変換待機時 (全ユニット) — 0.9 1.4 mA IAVCC0 + IAVCC1 

A/D、D/A、温度センサスタンバイ時 (全ユニット) — 1.4 9.0 μA IAVCC0 + IAVCC1 

リファレン

ス電源電流

12ビット A/D変換中 (ユニット 0) AIREFH — 38 60 μA IVREFH0 

12ビット A/D変換待機時 (ユニット 0) — 0.07 0.6 μA IVREFH0 

12ビット A/D変換スタンバイ時 (ユニット 0) — 0.07 0.5 μA IVREFH0 

USB動作 

電流 

ロースピード USB0 ICCUSBLS — 3.7 6.5 mA VCC_USB 

フルスピード USB0 ICCUSBFS — 4.2 10 mA VCC_USB 

RAM保持電圧 VRAM 2.7 — — V 

VCC立ち上がり勾配 SrVCC 8.4 — 20000 μs/V 

VCC立ち下がり勾配 (注 2) SfVCC 8.4 — — μs/V 

注 1. 12ビット ADコンバータ (ユニット 1)、D/Aコンバータの測定値には、リファレンス電流の値も含んでいます。 

注 2. VBATTを使用する場合に適用される規格です。 

3. マニュアルの変更

Gバージョン製品の追加に伴い、以下の通り変更いたします。 

 表 1.1に以下のとおり注 4を追加いたします。

表 1.1 仕様概要 (8 / 8) 

分類 モジュール/機能 説明 

省略 

動作周囲温度 Dバージョン：-40～+85℃ 

Gバージョン：-40～+105℃（注 4） 

省略 

注1. Magic PacketTMは、Advanced Micro Devices, Inc.の登録商標です。 

注2. 暗号機能の内蔵有無で型名が異なります。 

注3. SDHI/SDSIの内蔵有無で型名が異なります。 

注4. Gバージョンをご使用になる場合は、弊社までお問い合わせください。 

 表 57.35に以下のとおり注 3 を追加いたします。

表 57.35 QSPIタイミング 

条件：VCC = AVCC0 = AVCC1 = VCC_USB = VBATT = 2.7～3.6V, 2.7V≦VREFH0≦AVCC0, 

 VSS = AVSS0 = AVSS1 = VREFL0 = VSS_USB = 0V,  

 PCLKA = 8～120MHz, PCLKB = 8～60MHz, Ta = Topr,  

 出力負荷条件：VOH = VCC × 0.5, VOL = VCC × 0.5, C = 30pF, 

 駆動能力制御レジスタは高駆動出力を選択時 

項目 記号 min max 
単位 
(注 1) 

測定条件 
(注 2) 

QSPI QSPCLKクロックサイクル tQScyc 2 4080 tPBcyc 図 57.51 

データ入力セットアップ時間 (注 3) tSu 6.5 — ns 図 57.52、 

図 57.53 
省略 

注 1. tPBcyc：PCLKBの周期 

注 2. 端子名に-A、-Bなどのグループ名を表す記号が付加されている場合、同一グループ内の端子を組み合わせて使用することを推奨しま
す。QSPIの AC特性は、各グループ内の端子間で測定しています。 

注 3. Gバージョン製品を +85 < Ta≦+105°C の条件で測定する場合、QSPCLK端子に対応する駆動能力制御レジスタ 2を、高速インタ

フェース用高駆動出力にしています。

以上 




